Ge-Flichen-Transistor PNP

AC 122

Ausfithrung Metallgehiuse, TO 1A
elektrisch isoliert. Kollektor durch Farbpunkt

gekennzeichnet.

-

Anwendung NF-Vorstufen und Endstufen

kleiner Leistung.

Grenzwerte bei Tyy=25°C

2,54

0,.8%

A

4,958
qu

3
5,88
max

TO 1A (0,89)

min

=
——

|
F—10,4 —><-29,3j

Kollektor-Basis-Spannung -UcBo |30 \4
Kollektor-Emitter-Spannung -Ucro 18 v
-Uces |30
Emitter-Basis-Spannung -UgBoO 2 v
Kollektorstrom -I¢ 200 mA
Gesamtverlustleistung Piot 130 mW
bei Tg=25°C 325
Sperrschichttemperatur Tj 90 °C
Lagertemperatur Tg -55...90 °C
Wirmewiderstand °C/W
Sperrschicht /Gehduse Ring <200
Sperrschicht /Luft Rihy <500
03.71
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AC 122

Ge-Fliachen-Transistor PNP

Aligemeine Kennwerte bei Ty

=250C

Kollektor-Emitter-
Durchbruchspannung -

>18

Kollektor-Basis-
Reststrom

bei Ty; = 75%C

-Uco=6V  |-Ico

<8

<350

Kollektor-Emitter-
Reststrom

-Uceo=30V  |-Icro

<15

Emitter-Basis-
Reststrom

-Ugpo=12V -IgBO

<15

dynamische Strom-
verstidrkung
-Upg= 6V

f=1 kHz

-IC=2 mA hzle*

40...300

Vierpol-Koeffizienten
Emitterschaltung
-Ucg=6V

f=1 kHz

-IC=2 mA hlle

hyse

5,5

o~ *

hooe

52

S

Grenzfrequenz in
Emitterschaltung
—UCE =6V

-IC =4 mA 3

15

kHz

Ausgangskapazitat
in Basisschaltung
f=470 kHz

-Ucpp=8V Caop

21

pF

Basis- Bahnwiderstand

r'bb!

100

Rauschzahl
-UCE =6V

RG =800 Q
f=40...2500 Hz

_IC=0,2 mA F

<12

dB

* Stromverstdrkungsbereich

03,71

auf Wunsch eingeengt
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Ge-Flichen-Transistor PNP AC 122

Zuldssige
Gesamtverlustleistung
Piot= §(T)*
Ptm(NW) |
RihG
300 \
200
Riny | )
100 \ \ \
\\
N\
0 A

0 2% 50 75 100 T(°C)

03.71
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Ge-Fliachen-Transistor PNP AC 173

Ausfithrung Metallgehduse, TO 1 A 2,56 0.48®
elektrisch isoliert, Kollektor durch E\“.,.. —
Farbpunkt gekennzeichnet. }E *"/{j—? — _—
) . - 5,:5 } he—10,4 ——l——zsj
Anwendung NF-Transistor fiir Treiber max min

und Endstufen kleiner Leistung. TO 1A (0,89)

Grenzwerte bei Ty =25°C

Kollektor-Basis-Spannung -Ucgo 32 v
Kollektor-Emitter-Spannung - Ucrx |32 v
Emitter-Basis-Spannung -Ugpo (10 v
Kollektorstrom -Ie 300 mA
Sperrschichttemperatur Tj 90 oC
Umgebungstemperatur Ty -55... 90 oC
Gesamtverlustleistung Piot 200 mW
Wiérmewiderstand oC/W
Sperrschicht/Luft Ring <325

01.71
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AC 173 Ge-Fliachen-Transistor PNP

Allgemeine Kennwerte bei Ty;=25°C

Kollektor-Basis- R -UCBO =10V -ICBO 6 (<10) uA
Sperrstrom Ucpo=32 V 6 (<25)
Kollektor-Emitter- -Ucgx=32V |-Icgpx |6 (<25) LA
Sperrstrom Ugg=0,2V
Emitter-Basis- -UEBO =10V -IEBO 4 (<25) HA
Sperrstrom
Kollektor-Emitter- Sicgr=1mA |-Ucgr >24 \"
Durchbruchspannung Rpp =10 kQ
statische Stromver- -Ic=10 mA ho1gm 50
starkung ~Ucg=0,5V
Kollektor-Emitter- -Ig=10 mA UcEgat | <0,32 v
Sdttigungsspannung -Ig=0,2 mA
Kollektor-Basis- -Ic=10 mA UBEsat <0,35 v
Sidttigungsspannung -1=0,2 mA N
dynamische Strom- -Ig=2mA hg 1 ¥ 125 (50...250)
verstirkung ~Ucg=1V
f=1 kHz
dynamischer Ein- -Ig=1 mA hiie 2,3 kQ
gangswiderstand -Ucg=6V
f=1 kHz
Spannungsriick- -Ic=1mA hyse 3,8 10°4
wirkung -Ucg=6YV
f=1 kHz
Ausgangsleitwert -Ic=1mA hgoe 40 ‘us
-Ucg=6YV
f=1 kHz
Basis-Bahn- -Ic=1mA Thps 75 Q
widerstand -Ucg=5V
Transitfrequenz -Ic=1mA by 1,5 MHz
-Ucg=5V
Kollektor-Basis- -Ic=1mA Chse 27 pF
Sperrschicht Kapa- -Ucg=5V
zitat

* Stromverstirkungsbereich auf Wunsch eingeengt.
AC173V 50-100

AC 173 VI | 75-150

AC 173 VII | 125-250

01,71
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Ge-Flichen-Transistor PNP AC 173
Zuldssige
Gesamtverlustleistung Kollektorstrom
PtOt = f(T) N IC = f(IB)
Piot(mW) ~Ig(mA)
200
N 12
150 \\ 10
\ n 8 7
0 \Rthu
\ 6
\ UEE =-6V
\ ‘ //
S0 \\
\ 2
0 0
0 20 40 60 80 T{(°() 0 40 80 120 160-1g(ypA)
Kollektorstrom
-Ig(pA)
1200
1000 A
//
800 /
600 /
ACE =-6V
" //
2 /Z
00 v4
/
0
0 5 10 15 20 -1gfyA)

01,71
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AC 173 Ge-Fliachen-Transistor PNP

Ausgangskennlinien Ausgangskennlinien
Ic = {(UcEk) Ie= f(UCE)
-Ig(mA) - Ig{mA)
12 6
160
g
10 P 140 100
] L1 - |
K // 120 80 !
8 4
(

L— / !
apie= /7 ‘
b = Em—— 0 2 0

L )

e | / ~lg= 20pA
- — %

= l

0

0 ‘
0 5
5 10 15 20-Ugg(v) 0 02 04 06  08-Ugglv)
Eingangskennlinien Eirigangs kennlinien
Ig=f(Ugg) Ig=f(Ugg)
-IglpA) “lglya)
25

120
Ugg=-6V / UcE=‘5V/
80 / 10 /
40 5 //
0 005 00 05 -Ugglv) 0 005 010 015 0,20-UpglV)

01.71
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Ge-Fliachen-Transistor PNP

AC 173

Basis-Emitterspannung
Ugg = f(Ucg)

-Ugg(V)
025 200—
L
020 100 |
s //
50 Ig= 25pA
wl L]
0
005
MV
-02 0 02 04 —Ugglv)

g g

h-Parameter

h=f(Ucg)
h 1. =
(norm) c=1mh
5
h22ey
3 TN
2 12e{l[\
N\ J
N -
100 {hl: Bpres
1,
5
3
2
10!

ol 510 2 5 10l 20-ugp)

01.71

h-Parameter

h= f(Ic)
h - _
{norm) Ugg =8V
Wy
5 22e
: A
e
3 h
) Wi
1
ENWNIpght:
0 \\~ \~ //’ 21e
10°F
F the = \\
/,
5
| P2ze
N
3 4
hﬂ e
2
10!

0 2 s b 2 3 -igima)

71



AC 180
Ge-Fldchen-Transistoren PNP AC 180 K

Ausfilhrung Metallgehiuse, TO 1 A bzw.

auslunrang 2554 g
TO 1 AK mit elektrisch isolierten Anschliissen, | =Z°
Kollektoranschluss durch Farbpunkt bzw. 514 \QQE& — 4;:
kleine Vertiefung int Kiihlkérper gekenn- FN 7
zeichnet. Fiir Chassismontage Kiihlschelle N 6. i s 04 —m=Ied
T0 1A (0,89)
Anwendung Transistor fiir Endstufen, be- .
sonders geeignet als Transistorpaar fiir c T 0.48”
Gegentakt-B-Schaltungen und in Verbindung g'BHD N ’E:}"_ ==
mit AC 181 /K als Komplementir-Paar ST :
-5 R 17— | 293 L
TO1AK (3,79) min
Grenzwerte bei Ty= 259C
AC 180 [AC 180 K
Kollektor-Basis-Spannung ‘UCBO 32 A%
Kollektor-Emitter-Spannung 'UCEO 16 v
-Ucgs |32
Emitter-Basis-Spannung 'UEBO 20 v
Kollektorstrom ~IC 1,5 A
Kollektor-Spitzenstrom -Iem 3 A
Gesamiverlustleistung Piot 0,3 0,44 w
bei T(, =25°C 2,5
Sperrschichttemveratur T 100 oC
Lagertemperatur Tg -65... 100 ocC
Wirmewiderstand oC/W .
Sperrschicht/Gehiduse Rig <30
Sperrschicht /Luft Rihu <250 <170

11.70
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AC 180

AC 180 K Ge-Fliachen- Transistoren PNP

Allgemeine Kennwerte bei Ty=25°C

Kollektor-Basis- .-IcB0=0,2 mA -UBR)CBO |>32 \4
Durchbruchspannung
Emitter-Basis- -Igg0=0,2 mA -U(BR)EBO >20 v
Durchbruchspannung
Kollektor-Emitter- -Icp0=0,5 mA 'U(BR)CEO >24 v
Durchbruchspannung —
Icgs=0 -UsRr)cEs |32
Sperrschicht- ‘Upt >32 A%
Berthrungsspannung
Kollektor-Emitter- -Ic=1A -UcEsat ™ <0,6 v
Restspannung %
Basis-Emitter- -Ucg=1V -Ugggat * 0,18(<0,3) A%
Restspannung -Ic=50 mA
-Ucg=1V 0,35(<0,65)
-1=600 mA
Kollektor-Basis- -UcBo=10YV -IcBO 4 (<10) HA
Reststrom
Emitter-Basis- -Uggo=10V -IgBO 5 (<10) HA
Reststrom
statische Stromver- -Ic=600 mA hg 1 * 50...250 %%
stdrkung -Ucg=1V !
Stromverstirkungs- -Ucg=1V ho g (1) 1(>0,85)
verhiltnis -Ic=1A(1) 'h
dg=50ma(z) | 2EE@
Grenzfrequenz in Ic=1mA | fB 20 kHz
Emitterschaltung -Ucg=6YV f
Transitfrequenz Ie=1 mA L 2(>1) MHz
f=0,5 MHz -Ucg=6V :
Ausgangskapazitit -Ucpp=6V Coop 70 pF
in Basisschaltung
Basisbahnwiderstand -I¢c=1mA Thb 50 Q
f=0,5 MHz -Upg=6V
Rauschzahl bei f=1kHz ¥ 4 (<10) dB
-I=0,5mA F =200 Hz
-UCE =6V
Rg=1750

>=(Irnpulsweise gemessen:tp =300 us, 6<2%

**Stromverstérkungsbereich auf Wunsch eingeengt
*¥*% Konstanter Basisstrom bei Kennlinie -I¢ = L1 A, -Ucg=1V

1.70
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AC 180
AC 180 K

Ge-Flichen- Transistoren PNP

Allgemeine Kennwerte bei Tyy=25°C (Fortsetzung)

Stromverstidrkungsbereiche

h2]E bei IC 50 mA 600 mA 1A
AC B8OV >50 50 - 100 >40
AC 180 VI >75 75 - 150 >55
AC 180 VII >125 25-250 >95
Paarungsbedingungen
Arbeitspunkt: ~Ucg=1V -Ugg=0,5V Ir=I¢c
I <14 mA I
Ri Bloys
IRs <4 mA Ir2
Arbeitspunkt: -Ic=50 mA -Ucp =1V
-IC =600 mA
h
2EL 995
hy |2
1.70
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AC 180
AC 180 K Ge-Fliachen- Transistoren PNP
Zuldssige
Gesamtverlustleistung Zuldssiger Arbeitsbereich
Piot =HT) ° Ic=1(Ucg)
Prot(W) ~IgtA) t=0,1ms
i
’ 24 \
d N
N
20
N AC180
R
16 A 20
\
12 A\ 15
]
08 N 1,0 CE0
| AC 180K AC 180
Rinu R
04 tho | [\ 05
, N :
=S \ A Uges
S
0 40 60 80 T(C) 0 8 16 -Ugelv)
Statische Stromverstdrkung Kollektorstrom
hzm -UEE=1V _IC‘A) “Ugg=1v / / /, ./
(norm.) V4
. B
: /
/vy,
/
Zuu 1'[] ! ya
v
7
16 I R !
\ Tj— 75 C , / v ‘/
~ G 7
| B 1
25°C R 05 '/
[ e e Vi %
7
II // 7
TN
’. 7
e
0 03 06 09 12 -[{A) 0 4 8 12 -Ig(mA)
1.70
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AC 180

Ge-Flichen- Transistoren PNP AC 180 K
Kollektorstrom Kollektorstrom
=Ig(ma) =/ U=V =Ig(mA) —Ugg=v |
T T
12 T
20 13
103 AL 10 i
//I // ] I
7 [N
LATaw; 8 :/ !
7 T
/ Nk
l/ / 7
I / b
[ /)
i “ /l
10? 1 7
"’ [’ 4 l/ II
Ill A
1] A,
Il 2 A7
i 7
1 'l' A
10 1 =T
0 0,2 0.4 0.6 —UggV) 0 40 80 120 ~Ugg(mV)
Ausgangskennlinien Ausgangskennlinien
Ic=#Ucg) Ic=1(Ucg)
=Ig(A) l -IglA) | l
T -
10mA]_| 600mv| 1+
—
12 P 15 ]
8mA
0 1T ] 500mV |_+—T
l p// I 6mA —
08 — = 10
/ 400mv__|
06 // LmA —T |
/"—_——
04 ’ ~lp=2mA 05 300mv I I ey
027 Ugg=200mV
BE =400 M I
0 06 08 12 ~Ugglv 0 4 8 12 “Uge
77
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AC 180

AC 180 K Ge-Fldchen- Transistoren PNP
Kollektor-Emitter-Durch-
Eingangskennlinie bruchspannung
Ig = f(UBg) Uckr = {(ZB/ZE)
~Ig(mA) Vo= =UggrV)] dl
Uee =1V L~ o4manv
dUcep |
| !
12 32 it
N
0 / 28 \\
l/ 2
8
20
/ NI{
6 ] 16 '
. / 12
8
2 A
|
0 | L]
0 0,2 04 0,6 -Uge(V) 10! 102 103 106 Rl
Kollektor-Emitter-
Restspannung Kollektor-Reststrom
UcEsat = f(I¢) Icgo = H(Tj)
~UggsatimV) (YT “lcgolwA)
1
T 4
4 7 7,
] = Y,
II 7 [~ A
300 d 7
h gL /i
II -Ugpg=32V 7
T /47
] b/
VA
200 ! Va
/ P10V ~
vy
10 £
100
/ /
T
(/v
J-HT
0 E=I= ] 100!
10 102 03 Igma) 0 20 40 60 80 Tj0)
1170
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AC 180
Ge-Fliachen-Transistoren PNP AC 180 K

Basis-Emitter-Rest-
spannung Transitfrequenz
UpEsat = {Ic) fp =1(Ic)

Uggsat(V) T f}{MHz)
nmzﬁ t=05MHz

~

~

-
—
o

=)
I~ I~

A}
\

0
10! 102 103 Ig(mA) 100 10! 102 -Ig(mA)

Zuldssige Impulsbelastung

1 =g(t) '
TthG
1 (mW\ Y =

Ting" . '
v=L4
vu ] D

0,005] \ T

ot/
2 0.01

1]

Lo

— 0.02

0.05

\
\
o1 | [N

1.70
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AC 181

Ge-Fliachen- Transistoren NPN AC 181 K

Ausfilhrung Metallgehiuse, TO 1 A bzw. 25

TO 1 AK mit elektrisch isolierten Anschliissen. 2 0,487

Kollektoranschluss durch Farbpunkt bzw. 5 sl —
ZE _—

kleine Vertiefung irh Kiihlkérper gekennzeichnet,

Fir Chassismontage Kiihlschelle N 6.

E
5,88 104 —emiw-293

max min
Anwendung Transistor fiir Endstufen, besonders o (0.6}
geeignet als Traflsistorpaar fur Qegentakt-B- c *_Ts.z‘!.._ o
Schaltungen und in Verbindung mit AC 180/K A —
als Komplementir- Paar. 2"’ ED ’; {ﬁ,'—- éi

7 b 17— 293
Grenzwerte bei Ty;=25°C fo1ax @z "
AC 181 IAC 181 K
Kollektor-Basis-Spannung Ucgo |32 A%
Kollektor-Emitter-Spannung UCEO 16 A%
Ucgs |32

Emitter-Basis-Spannung Uggpo |10 A%
Kollektorstrom IC 1,5 A
Kollektor-Spitzenstrom Iem 3 A
Gesamtverlustleistung Piot 0,3 0,44 w
bei TG =250C 2,5
Sperrschichttemperatur Tj 100 oC
Lagertemperatur Tg -65... 100 oC
Wirmewiderstand oC/W ‘
Sperrschicht/Gehsuse Ring <30
Sperrschicht /Luft Riny <250 <170
0.7
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AC 181
AC 181K Ge-Fliachen-Transistoren NPN

Allgemeine Kennwerte bei Ty;=25°C

Kollektor-Basis- ICBO =0,2 mA U(BR)CBO >32 A%
Durchbruchspannung
Kollektor-Emitter- Icgs= 0,5 mA U(BR)CES >32 A\
Durchbruchspannung —

Icer=0,5mA  |UggycEr |18 v

Rpp =15 kQ
Kollektor-Emitter- 1.=600 mA 18) * <0,8 v
Restspannung C CEsat
Ucp =0 Ic=1A <L2
Basis-Emitter- I= 50 mA UBEsat* <0,45 v
Restspannung -
UcE=1V IC-GOO mA <1
Kollektor-Basis- Ucpp=10V ICBO 8(<20) LA
Reststrom
Emitter-Basis- UEBO =10V IEBO <20 HA
Reststrom
statische Strom- Ic=600 mA ho1 | * 50... 250 %

tirk

verstidrkung Ucp=1V
Transitfrequenz -Io=1 mA fr 3,5(>2) MHz
f=0,5 MHz —
Basis- -IE =1 mA I'bb' 60 Q
Bahnwiderstand Ucg=6V

* Impulsweise gemessen: tp= 300 us, 6 <2%
**Stromverstirkungsbereich auf Wunsch eingeengt

hpy gbeils [50mA  [600mA [l A
AC 181 V >50 50 - 100 [>35
AC 181 VI >75 75 - 150 [>55
AC 181 VII >125 125 - 250 [>95

Paarungsbadingungen AC 180/AC 181
- Arbeitspunkt: +Iic= 600 mA , + UCE =1V

hot E1
e <1,2
hor B2 —

01.71
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AC 181
Ge-Flichen-Transistoren NPN AC 181 K

Zuléssige

Gesamtverlustleistung

Piot = f(T)
P'.ot(w} I I

T T
AC181
Ring

\

20 \
\

AC181K
Riny

|~

~L
AC181 Ripy T
0 25 50 75 100 T1(°C)

01.71
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Ge-Flichen-Transistor PNP AC 184

Ausfiihrung Metallgehduse, TO 1A 256 "
elektrisch isoliert. Kollektor durch i f\ ?}x O"'::”
Farbpunkt gekennzejchnet. r"' T T e
Anwendung NF-Verstirker fir B-Betrieb e 355 .
oder Treiber. TO 1A (0,89)
Komplementir zu AC 185

Grenzwerte bei Tyy=25°C

Kollektor-Basis-Spannung -Ucgo | 32 v
Kollektor-Emitter-Spannung -Ucgo | ¥ v
Emitter-Basis-Spannung -UgBO |20 v

Kollektorstrom -Ic 500 mA
Kollektor-Spitzenstrom -Iem 1 A

Gesamtverlustleistung Piot 270 mW

bei Tg =25°C 1,25 W
Sperrschichttemperatur T 100 °C

Lagertemperatur Ts -65...100 °C

Warmewiderstand ' °C/W
Sperrschicht/Geh#use RihG <60

Sperrschicht/Luft RthU <280

0L71
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AC 184

Ge-Flichen-Transistor PNP

Allgemeine Kennwerte bei TU= 25°C
Kollektor-Basis- . _ICBO= 0,2 mA _U(BR)CBO >32 v
Durchbruchspannung
Emitter-Basis- _IEBO =0,2 mA - U(B.R)EBO >20 A\
Durchbruchspannung
Kollektor-Sperrstrom - UCBO =10V 'ICBO 4(<10) MA
Emitter-Sperrstrom -UEBO =10V -IEBO 4(<10) LA
statische Stromver- -I .=300 mA h, * 50...250
u C 21E
stdrkung U =1V
CE
‘S,ZI;%I;II\;Efsstarkungs- -IC =300 mA 21E1 0,9
= -I_.=50 mA h
'UCE =1V c 21E2
Transitfrequenz -1 c” 1 mA fr 2,5 MHz
-UCE= 6V
f=0,5 MHz
Grenzfrequenz in Emitter- -I ,=1mA f 20 kHz
C B
schaltung U._ =6V
CE
Basis-Bahn-Widerstand -IC =1 mA rbb’ 100 Q
i -UCB =6V
£=0,5 MHz
Ausgangskapazitét IE =0 C22b 40 pF
UCB =-6V
Rauschfaktor -IC =0,5 mA F 4(<10) dB
-UCE =6V
f=1 kHz
Af=200 Hz
RG =750 Q

* Stromve rstirkungsbereich auf Wunsch eingeengt :

01.71
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Ge-Flichen-Transistor PNP AC 184

Allgemeine Kennwerte bei Ty=25°C (Fortsetzung)

Stromverstdrkungsbereich

-1c=200 mA, -Ucp=1V
ACBEV 50 - 100

AC B4VI |75 - B0

AC B4 VI |25 - 250

Paarungsbedingungen AC 184/ AC 184
AC 184/ AC 185

Arbeitspunkt 2:I¢c=200mA, tUcg=1V

h
RE® _1(<125)
thE..

Zuldssige
Gesamtverlustleistung
Pyt = f(T)

Rihg

1.2 \
10 \\
0,8 ‘\

06

04
Rihu
0.2 <]
\\
0 2% 50 75 100 T(0)

0171




AC 184

Ge-Flidchen-Transistor PNP

Statische Stromverstirkung Kollektorstrom
hy m =f(Ic) ~ Ic=f(IB)
h Voo -1.(mA}
21E Upp=1V c -U. =1V
{norm) CE CE
5
75°C 500
N
00 »
\\ // e
400 5 JAED%
100 — — il U171
17
.= /
= 25% 0 AL
i 6 4itd Ty ;
200 —+ i L
/ ///, —/-
N7 e P
10 [Ho4
L~
10! T
0 100 200 300 400 L(mA) 1 2 3 3 -IB(MA)
Kollektorstrom Kollektorstrom
Ic=f(UBE) Ic=f(UBE)
-I¢(mA) _ _ -IdmA) -
c Ugp=1v d ~Ugg=tV
5 Typ T
VA 12 Typ
1 f, T T
) z ! ]
7 T
h 10 I
II I/' ,’ I :’
‘/ / II 9 ,, I 1’
10 ) i l !
v 1 t
M L
,-ll a b [ 1
! !
5 II" : II
' 4 1 L
N ] / /
"t / ,
T
: T
1 L -~
101 ] o
02 04 05  -lgdoV) 0 000 50 200Ugglmy)
0L71
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Ge-Flichen-Transistor PNP

AC 184

Ausgangskennlinien
Ic=1#(Ucg) ‘
'Ic(mA)
500 15mA
‘00 I/"’_‘-——— ‘3
y,l B
300 e 2
/’-—_ 15
20— ! |
l p—
IV —Ig=05mA
100
0

0 04 B8 W 18uglv)

Eingangskennlinie
Ig= f(UBE)
-Ig(ma) ~Ugg=1V

0 00 200 300  400-Uggimv)

0171

Ausgangskennlinien
Ic=£(Ucg)
-Ic(mA)
500
400 mv
400 ,
300 350 L]
///l,
200 300 | L4
T
20 | | | 1 1
100 — Upg =200mV
0 [ [ [ ]

0 4 B 12 16U

Kollektor-Basis-Reststrom

ICBO=f(Tj)
-IcggluA)
5 7
A H
1-17 4
7 4
2 —-Ugp=32V 7
10° =X /
\
5 g
\ //'
N7
%4
\ Ay
10 e
V4
5 77
— —Ugg =10V
) |

20 40 60 80 1j{°0)
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AC 184 Ge-Flichen-Transistor PNP
Kollektor-Emitter-
Durchbruchspannung Transitfrequenz
UceRr = {(RBE) fp =1lc)
“UggptV) V‘ ¢ N fy (Miz) T USMHAS
dyce
L
z il
N |
N 10!
2
N T —ygg=t0v
N I~
16 = v [T
100
8
' ) “ 10
10 10 0 0* Ry 100 10 T WUYY
0L71
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Ge-Flichen-Transistor NPN

AC 185

Ausfiihrung Metallgehduse, TO 1A
elektrisch isoliert. Kollektor durch
Farbpunkt gekennzeichnet.

Anwendung NF-Verstirker fiir B-Betrieb

oder Treiber.
Komplementir zu AC 184

Grenzwerte bei Ty=25°C

2,54

0,48%

S

=
e ey p——
==

m o ,
‘__4,95”
qu

u 5,88

max

TO 14 (0,8q)

re—104 —=t--293
min

Kollektor-Basis-Spannung UcBO 32 v
Kollektor-Emitter-Spannung UcroO 16 \%
Emitter-Basis-Spannung UEBO 20 A%
Kollektorstrom Ic 300 mA
Gesamtverlustleistung Piot 270 mw
bei T =25°C 125 W
Sperrschichttemperatur Tj 100 °C
Lagertemperatur Tg -65...100 °C
Wérmewiderstand °Cc/W
Sperrschicht /Gehduse Ring <60

Sperrschicht /Luft Riny <280

0171
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AC 185 Ge-Flachen-Transistor NPIJ

Allgemeine Kennwerte bei T;=25°C

Kollektor-Sperrstrom UCBO =24V ICBO <15
Kollektor-Basis- ICBO= 0,2 mA U(BR)CBO >32 A4
Durchbruchspannung
Emitter-Sperrstrom UEBO =5V IEBO <15 UA
Emitter-Basis- IgBp=0.2 mA U(BR)EBO >10 A%
Durchbruchspannung
Kollektor-Emitter- ICER= 0,5 mA U(BR)CER >24 \%
Durchbruchspannung
Rpp=1.5Q
. Icps= 0.5 mA | Uppycps |32

statische Strom- Ic=200mA hg1 g* 50... 250
verstarkung
Ueg=1lV
Basis-Bahn-Widerstand 1.1 mA L. <100 Q
U.,=6V ¢

CB
Rauschfaktor I1.=0,5mA F <10 dB
Urp=6V ¢

CE
f=1 KHz
Af=100 Hz

*Stromverstérkungsbereich auf Wunsch eingeengt:

Ic= 200 mA, Upp=1V
AC 185V 50-100

AC 185 VI 75-150

AC 185 VII {125-250

Paarungsbedingung AC 184 /AC 185
Arbeitspunkt +1c =200 mA, +Upcg=1V

B
=L oqn

Bg

01.71
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Ge-Flichen-Transistor NPN AC 185

Zuldssige
Gesamtverlustleistung
Pior=1(T)

12 G
\

08 ‘\
0,6 \

0,4
Rt
02 <
™
0 25 50 75 100 T(°C)
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Ge-Flichen-Transistor NPN AC 187 K

Ausfiihrung Metallgehsiuse, TO 1 AK . 048®
elektrisch isoliert. Kollektor durch i = L /
Farbpunkt gekennzeichnet. 513@ ~ —{B‘—— —

) R, L
Anwendung NF-Verstirker fiir B-Betrieb. A
Komplementidr zu AC 188 K TOTAR (379)

Grenzwerte bei Ty;=25°C

Kollektor-Basis-Spannung UcBoO 25 v
Kollektor-Emitter-Spannung UckoO 15 v
Emitter-Basis-Spannung UEBO 10 v
Kollektorstrom Ic 2 A
Basisstrom Ig 0,3 A
Gesamtverlustleistung Piot 1 w
bei Tg =45°C

Sperrschichttemperatur Tj 90 °C
Lagertemperatur Tg -55...90 °C
Wirmewiderstand ' °C/W
Sperrschicht/Gehduse RihG <45

0171
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AC B7K

Ge-Flichen-Transistor-NPN

Allgemeine Kennwerte bei Tyy=25°C

Kollektor-Emitter- Ic=1A UcEgat® |<0,8 v
Restspannung UcBo=25V
bei Tj =90°C
Basis-Emitter-Spannung -Ip=5mA Ugg 90...130 mV
Ucp=10YV
Ucg =0 g =50 mA | <350
-Ig =300 mA <550
-Ip =500 mA <660
-Ip=1A <990
Emitterleerlaufspannung Ic=1A Uppn <0,4 v
bei Tj =90°C UcBo*= 25V
Kollektor-Sperrstrom UcBo=10V |Icpo 12 (<25) UA
UCBO =25V 15 (<100)
bei T4 =90°C UcBo=10V 0,6 (<2) mA
Ucgo=25V | 0,8(<2,5)
Emitter-Sperrstrom Uggo=10V |Igpo 15 (<100) uA
bei Tj =90°C 0,8(<2,5) mA
Kollektor-Emitter- UcEx=25V |IcEX <100 HA
Sperrstrom -Ugg=1V
statische Strom- -Ip=5mA hy @ >70
verstdrkung
UcB=0 -Ig =50 mA 165 (90...450)
S
-Ip =300 mA 200 (100...500)
-Iy =500 mA 200 (95...500)
Tg=1A | >80
Transitfrequenz -Ip =10 mA fp 5(>1) MHz
Ucp=2V
Grenzfrequenz in -Ip =10 mA f B 20 kHz
Emitterschaltung Ucg=2V
Kollektor-Sperrschicht- UcBo=5V Che 100 (<180) pF
kapazitit £=450 kHz

*Flr die Kennlinie, die beim gleichen Basisstrom durch den Kennlinienpunkt

Ic=L1A UCE=1V geht.

0L71
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Ge-Flichen-Transistor NPN

AC 187 K

Zulédssige
Gesamtverlustleistung
Piot = H(TGk

Prot(W)

10 \
08

06

\

0,2

0 20 40 60 80 100

0L71

Tg(0)

Statische Stromverstirkung

hg = f(Ic)
hae | 7] U =1V
{norm.) ~
\\
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AC 187 K Ge -Flidchen-Transistor NPN

Ausgangskennlinien Ausgangskennlinien
IC""f(UCE)‘ Ic=f(UCE)
I Il
1,2 1,2
Lt 8
7 8
10 —1 | 10 17 7
L +—T6 (A ]
| A+ ——15 o 5
0.8 H—T—1 0,8 —
3
4
/1
0.6 3 0.6 3
04 z 04 2
1 3= mA — [B=1|IIA
0,2 0.2 4
/
0 ¥ + 0
0 5 0 T 0 05 10 15 Uggv)
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Eingangskennlinien - Restspannung
Ig =f{(Ugg) Ucgsat = fIc)
Igima) 75°C25°C25°C — Ugg=1} Ugesat!V)
5 Zf
//
V4
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100 / / y
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Ge-Flichen-Transigtor NPN

AC BT K

Kollektor-Basis-Reststrom

Icpo = f(Ty)
IegolpA) =
T T
Ucgg=25V,
2 A0V
aam
103 =t
5 10v,
V4
- zZ 7
2 T V4
——— VP4
102 =
5 /’I II
7 7
/]
21—
10! =
3 —— Mittelwerte
2 4 — — Streuwerte
4
: REN

0 20 40 60 80T,C0

0L71

Kollektor-Emitter-
Sperrspannung
UcER = f(Rgg)

30

10

0
10-2 10-1 100 10! Rge(kQd)
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Ge-Flichen-Transistor-PNP AC 188 K
a
Ausflihrung Metallgehsiuse, TO 1 AK c i"‘u’_ 0.8

elektrisch isoliert. Kollektor durch
Farbpunkt gekennzeichnet.

2,54

el E—E

—-] s —i f—— 17 ————m 29,3
Anwendung NF-Verstdrker fiir B-Betrieb. 014K (37g) mn
Komplementédr zu AC 187 K
Grenzwerte bei Ty =25°C
Kollektor-Basis-Spannung -UcBO | 25 v
Kollektor-Emitter-Spannung -UcrO 15 v
Emitter-Basis-Spannung -Ugpo |10 \4
Kollektorstrom -Ic 2 A
Basisstrom -Ig 0,3 A
Gesamtverlustleistung Piot 1 w
bei Tg=45°C
Sperrschichttemperatur Ty 90 °C
Lagertemperatur Ts -55...90 °C
Wirmewiderstand °C/W
Sperrschicht/Gehiuse Rihg <45
0171
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AC 188 K

Ge-Flidchen-Transistor PNP

Allgemeine Kennwerte bei Ty=25°C

Kollektor-Emitter- -Ig=1A -Ucggat™ <0,6 v
Restspannung
Basis-Emitter-Spannung Ig=5mA -Ug 130 (115... 45) mV
-UCB =10V
-Ucg=0 Ig = 50 mA <280
Ig =300 mA <450
Ig =500 mA <550
Ig=1A <700
Emitterleerlaufspannung -UcB0=25V |-UgBfl 1<0,4 v
bei Tj =90°C
Kollektor-Sperrstrom -UcB0o=10 V |-IcBO 5(<15) HA
-UcBo=25V 20+<200)
bei Tj=90°C -Ucpp=10V 0,4 (<1,1) mA
-UcBO=25V 0,5(<14)
Emitter-Sperrstrom IgBO=10V -IgBO 15 (<200) HA
bei Tj =90°C 0,4 (<1,4) mA
Kollektor-Emitter- -UcEx=25 V|-IcEX <200 uA
Sperrstrom +Ugg=1V
statische Strom- Ip=5mA has ® >70
verstdrkung
-UCB =10V
-Ucp=0 Ig =50 mA 165 (90...450)
Ip =300 mA 200 (100...500)
Ip =500 mA 200(95...500)
Ip=1A >80
Transitfrequenz Ig =10 mA fp 1,5(>1) MHz
-Ucg=27V
Grenzfrequenz in Ip=10 mA f ] 10 kHz
Emitterschaltung -Ucp=2YV
Kollektor-Sperrschicht- -UcB0O=5V |Cpe 90 (<110) pF
kapazitét

f=450 kHz

*Fiir die Kennlinie, die beim gleichen Basisstrom durch den Kennlinienpunkt

-Ic=11,-Ucg =1V geht.

0171
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Ge-Flichen-Transistor PNP AC 188 K

Zulidssige
Gesamtverlustleistung
Piot = H(Tg)

Piot (W)

10
08 \\
" (‘ms
REEEN
02 \

0 20 40 60 80 100 Tg(°0)
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Ge-Flichen-Transistor PNP ACY 38

Ausflihrung Metallgehuse TO 5

ry . . 0,487
elektrisch isoliert.

=
f—— -
=T

66 12,7

max min

Anwendung Komme rzieller rauscharmer
Transistor flir Vorverstirkerstufen.

T0 5 (09g)

Grenzwerte bei Ty =25°C

Kollektor-Basis-Spannung -UcBo 15 A%
Emitter-Basis-Spannung -Uggo |9 v
Kollektorstrom -Ic 100 mA
Gesamtverlustleistung Piot 150 mwW
bei T3=45°C 100
Sperrschichttemperatur T; 85 °C
Lagertemperatur Tg -65...100 °C
Wirmewiderstand °C/W
Sperrschicht/Luft Rihu <400

0L71
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ACY 38

Ge-Fliachen-Transistor PNP

Allgemeine Kennwerte bei Ty;=25°C

Kollektor-Sperrstrom _UCBO =2V -Iego 1,2(<2) HA
Kollektor-Basis- 'ICBO =8 uA 'U(BR)CBO >15 \%
Durchbruchspannung
Emitter-Sperrstrom -Ugpp=27V -IgBoO 1 HA
Emitter-Basis- 'IEBO =8 uA 'U(BR)EBO >9 A\
Durchbruchspannung
Beriihrungsspannung IE = 1A 'Up't >15 v
Rpp =1 k2
dynamische Strom- Ig=1mA hgj o* 140(75... 250)
verstidrkung ——
- Ic=0,3 mA 130
-Usg=6V
f=1 kHz
Eingangsimpedanz IE =1 mA hyje 4 kQ
-Upp=6V
CB 1=

f=1 RHz Ic=0,3 mA 10
Spannungsriickwirkung -Ucp=6V hioe 0,5 10-3
f=1 kHz IE =1 mA
Ausgangsleitwert -UC =6V hoge 60 uS
f=1 kHz Ig= ? mA
Transitfrequenz Ip= 1 mA fp 15(>5) MHz
f= 2 MHz -UCB=6V
Rauschfaktor f=1 kHz F 2,5(<4,5) dB
-U E=6V A £=100 Hz
;C:%g g‘A f=80 Hz 8(<12)

G Af50 Hz

* Stromverstdrkungsbereich auf Wunsch eingeengt

ACY 38 VI  75-150
ACY 38 VII 125-250
01.71
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Ge-Flichen-Transistor PNP ACY 38

Zuldssige
Gesamtverlustleistung
Ptot = f(T)*

Pm(mw)

150
\

hU

100
\

50 \

\
0 \

0 20 40 60 80 T(°C)
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